
반도체 전공정 장비업체

( 교 육 용 ,  출 처 :  증 권 회 사 자 료 )

1. 장비업체에대한시장의우려

⑴ IT 제품의 수요 둔화에 따른 전방 반도체 수요 둔화 가능성

①반도체 전방 수요의 둔화가반도체 장비 발주의 감소로 이어질우려

②수요에 맞춰 후행적으로공급을 대응하는반도체 생산 업체는 수요 둔화시 공급을 축소해 이익 훼손을 방어

⑵ 원자재 부족으로인한 설치 지연

①반도체 FAB 내 장비 설치 지연 및 장비 제작 차질에 대한 우려

②1분기 장비 설치 지연의 주요 원인은3M 쿨런트 생산 차질, 현재까지도벨기에 공장의 생산 중단 상태

③원자재 부족 현상에 따라 반도체 장비사의 생산 차질 우려

2. 반도체장비업체에대한긍정적인시각

⑴ 낮은 수요 둔화 가능성

①공정 미세화 심화로 이미 낮은 공급 Bit Growth

·공정 미세화로 단위 CAPA에 필요한 장비 투자 규모 증가 → CAPA 확대 어려운 상황

·2022년 반도체 생산 업체의 투자 계획 규모가 보수적인 수준 제시

·이미 과거 5년 평균 Bit Growth 하회하는 수준
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② 반도체 생산 업체의 의지

·현재 주요 공정의 반도체 장비 공급이 미뤄지면, 이후 투자 부담이 가중되는 상황

·이에 삼성전자의P4와 미국 파운드리 Fab에 대한 조기 착공 가능성 제기

⑵ 반도체 설비 지연 우려로 선발주 및 선제작으로대응

①3M 쿨런트 대응 방안 마련

·삼성전자, SK하이닉스 이미 3~4개월의 재고 확보

·대체 소재에 대한 테스트 진행

·따라서 쿨런트 부족에의한 지연 우려 감소

②반도체 생산 업체의선제적 대응

·22년 지속될 원자재 부족에 대응해 선제작 및 선발주 진행

·보통 장비 반입 예정일기준 6개월 전에 발주가나오나, 현재 10개월 선행해발주 진행

③장비 업체의 선제적대응

·발주 전 선제작 진행을 위해 6~8개월 선행해 원자재 조달

·원자재 공급처 다변화를 위한 노력

3. 반도체장비업체의경쟁력

⑴ 고객사 다변화(미국·중국 분쟁에 의한 수혜로 중화권 납품 업체)

①미국·중국 분쟁의 여파로 중국 업체의 미국 장비 구매 제한

②중국은 자국 내 반도체 산업 육성에 대한 의지가강력해 국내 장비 업체에게반사 수혜 발생

③다만 최종적인반도체의 성능 구현 실패로 경쟁력을갖추지 못할 경우 중장기적투자의 연속성 부족

④중화권 반도체 생산 업체는 CXMT, YMTC, SMIC로 중국 정부의 지원 지속
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⑵ 비메모리반도체 매출 확대

①비메모리 장비까지 산업 영역을 확대하는 추세

②해외 대표 비메모리 업체에게 공급을 이미 진행하거나준비 중인 업체의 경쟁력 강화

③삼성전자와 SK하이닉스의 비메모리 반도체 확대 의지에 따라 장비의 국산화 추진 기대

⑶ 반도체 이외 다양한 산업의 매출 확대

①과거 디스플레이산업으로 제한된 영역

②최근 관련 기술을 적용할 수 있는 다양한 산업으로확장(태양광, 이차전지 등)

⑷ 공정 미세화심화, 보완투자수혜 확대
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4. 웨이퍼 생산

⑴ OCI

①폴리실리콘 생산 능력 기준 세계 3대 제조 업체(매출 기준 40%)

·폴리실리콘: 반도체 웨이퍼, 태양광 모듈의 핵심 소재

·초고순도 폴리실리콘의원천 기술 보유

②화합물 제조사업(35%)

·기본 화합물 사업: 폴리실리콘 등태양광 산업 관련 소재

·카본 화합물: 카본 블랙(고무 탄성 강화에 사용되는강화재 및 착색재로타이어에적용), 핏치, 벤젠 등

③에너지 솔루션 사업: 태양광 발전 및 열 병합 발전

5. RTP(열 처리, Rapid Thermal Processing)

⑴ AP시스템

①RTP(매출 비중 10%, 반도체 장비)

·짧은 시간 이내로 웨이퍼를 고온으로 처리하는 공정, 자체 기술로 개발된 Heating Mechamism·제어기술 사용

·고온의 산소와 수증기를이용한 습식 산화 공정에서 사용

·뛰어난 온도 제어 능력과 높은 시간당 웨이퍼 처리 능력 보유

·2000년 초반부터 삼성전자와 공동 개발 진행, 200㎜ RTP 장비를 시작으로 300㎜ 장비까지 개발 후 납품

·현재 DRAM, NAND 공정 모두 적용

②디스플레이 주요 장비(90%)

·삼성디스플레이 및 다수의 중화권 패널 제조사로납품

·ELA 장비(Laser Annealing): a-Si을 p-Si로 결정화하는 장비(AP시스템의 세계 점유율 90% 내외)

·저온다결정실리콘(LTPS) 박막트랜지스터(TFT) 생성을 위한 결정화 공정에서 사용

·TFE(봉지 공정 장비): TFT 기판 위에 증착된 유기물이 물과 산소와 반응해 산화되는 것을 방지하는보호 공정 장비

·LLO(Laser Lift): Flexible OLED 패널을 제작하기 위한 필수 장비로 다양한 분야에 적용 가능한 박막 분리 장비

·Flexible OLED 기판 PI 필름과 임시 유리 기판을 분리하는 과정에서 적용

⑵ 원익IPS

①반도체(매출 비중 80%) : PE-CVD, ALD, Diffusion, Thermal System

·PE-CVD: NAND 증착 공정으로 주로 납품, 다만 장비 업체간 경쟁 강도가 심화된 상황

·RTP(Rapid Thermal Processing System): Furnace를 이용해 만든 고온의 공기로 웨이퍼에 열을 가하는 장비

·웨이퍼 열 처리는 불순물을 제거하거나조직 안정화를 위한 필수 공정(산화 공정, 이온주입 공정에서 사용)
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② 디스플레이(매출 비중 15%) : Dry Etcher, PE-CVD, LTPS, Furnace, PI Curing

③ 태양광 셀: RIE-Etcher

6. Dry Cleaning(막 세정)

⑴ 피에스케이

①반도체

·Dry PR Strip(Asher): 주력 제품으로 세계 1위(M/S 20~25%), 메모리/비메모리 반도체 모두 적용 가능

·PR Strip 과정 중 이미 식각이 끝난 웨이퍼 표면에 손상이 가지 않도록 고난이도의플라즈마 조절이 필요한 공정

·Dry Cleaning: Plasma Oxide Cleaning 세계 1위, 산화막 증착 전 실리콘 표면 산화막 제거

·1분기 중국 고객사전용 장비의 양산 전환에 성공해 신규 매출 발생 전망, 2분기 국내 고객사 추가 확보 기대감
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·NHM Strip: New Hard Mask Strip으로 고식각 내성을 갖는 산화막, 질화막을 제거

·Wafer Edge Cleaning: 수율 향상을 위해 웨이퍼 가장자리의 유전체, 금속, 유기막을 제거

·Bevel Etcher: 2분기 내 국내 고객사 전용 장비의 양산 전환 가능성(국산화, 기존 미국 램리서치의 독점 장비)

·이후 국내외 고객사 확대 전망, 다만 램 리서치가특허 문제를 제기해 변수로 존재
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②해외 경쟁사: 램리서치

·중화권 및 북미 등 해외 고객사로장비 매출 지속 전망

·PR Strip 장비의 중화권 매출 비중 21년 10% → 22년 15~20% 증가 전망

·비메모리 매출 비중 21년 15% → 25~30% 증가 전망

7. LP-CVD
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⑴ CVD 공정의 종류

①Thermal CVD/Plasma-assisted CVD

·Thermal CVD: 열을 이용해 증착하는 방식으로 압력 상태에 따라 AP(대기압)/LP-CVD(저기압 상태)로 구분

·Plasma-assisted CVD: 플라즈마를 이용한 방식으로 플라즈마의 농도에 따라 PE/HDP-CVD(고농도)로 구분

②LP-CVD

·Thermal CVD 장비의 일종으로 고온+저압에서 공정 진행

·우수한 균일성과 높은 순도의 박막 형성이 가능하고, 표면상 균일한 Step coverage 특성을 보유한 방식

·하지만 고온 공정의 한계로 열이 약한 소자 사용에 제한적이며, 증착 속도가 느린 단점

·LP-CVD로 형성하는 주요 박막은 Poly Si/SiO2/Si3N4

·양질의 SiO2 박막 형성은 가능하나 1,000℃ 이상 Thermal Oxidation 공정에 비해선 막질의 밀도가 높지 못함

·웨이퍼 처리 방식과 용량에 따라 Single/Batch Type으로 구분

·Batch Type 공정은 챔버가 아닌 Furnace에서 진행되며, 저압 공정의 특성상 느린 속도를 보완하기 위해 다량의 웨이퍼를

일괄적으로처리해 속도를 보완

·다만 Batch Type 경우 웨이퍼와 기체의 접촉면을 세밀하게 조절하기 어렵고, 오염 물질의 통제도 힘들어 Poly 

Si/SiO2/Si3N4 공정을 제외한 미세공정의 막질 형성 대부분은 Single Type LP-CVD를 사용
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[반도체 장비] LPCVD(Low Pressure Chemical Vapor Depo…
LPCVD : 수 ~ 수백 mTorr의 낮은 압력을 이용하는 CVD방식 열에너지에…

blog.naver.com

③ PE-CVD

·CVD 장비 중 가장 많이 사용되는 것으로 Thermal CVD 장비의 단점인 고온과 속도를 보완한 장비

·플라즈마를 사용해 열에 대한 의존도를 낮춰 저온 공정이 가능

·열 이외 다양한공정 변수를 조정할 수 있기 때문에박막의 두께, 밀도 등을 조절하는장점

·다만 소자의 종횡비가높아지면서균일한 두께 형성을 위해 기압을 낮추면 플라즈마의밀도가 낮아지는 문제 발생

·공정 특성상 Batch Type 구현이 어려워 Single Type이 일반적이며, 플라즈마를 사용해 식각 공정처럼 Ring 사용

[반도체 장비] PECVD(Plasme Enhanced Chemical Vapor …
가장 일반적인 CVD기술, 저압에서 RF 교류전원 공급장치, 플라즈마, 히…

blog.naver.com

④HDP-CVD

·PE-CVD의 단점인 Step coverage를 보완하기 위한 장비로 ICP 플라즈마 적용

·ICP 플라즈마는 밀도와 에너지를 독립적으로조절할 수 있는 특징으로 낮은 기압에서도 높은에너지의 구현 가능

⑤ALD

·원자 단위의 증착 방식으로기체와 표면 사이 반응을 통해 박막을 형성(CVD는 기체간 반응을 통해 박막 형성)

·매우 높은 Step coverage 장점이나 느린 속도가 한계로 작용, 그럼에도 반도체 미세화로 꾸준한 수요 확대 전망

·DRAM 캐패시터의 종횡비 한계, 3D NAND의 고단화와 간격의 미세화 그리고 FinFET 미세화 모두 촉진 요인

·초기 방식은 전구체와 반응물을 시간차를 두고 공급하는 시간분할방식(Time Devided ALD)로 낮은 속도가 단점

·최근 공간분할방식(Space Devided ALD)이 개발되어 Through Put의 상승 견인, 다만 웨이퍼 이동 시

발생하는 기체의 대류로 증착의 균일성이 떨어지는 단점 보완 필요

⑵ 유진테크

①전공정 내 박막 증착 장비제조사

·DRAM 90%, NAND 10%

·SK하이닉스 60%, 삼성전자35%, 중화권 등 5%

·해외 경쟁사: APM, TEL, Hitach
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②Single/Batch Type Thermal LP-CVD

·Single Type: 한장씩 증착해 생산성을 낮지만, 미세 공정에서 수율 확보에 유리

·Batch Type: 여러 장의 웨이퍼를 동시에 증착해 생산성이 좋으나 수율에 약함

③Batch type ALD

④Plasma Treatment
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8. PE-CVD(Plasma Enhanced)

⑴ 테스

①증착 공정: PE-CVD(주력 제품)

·PE-CVD: 절연막을 쌓을 때 사용하는 장비로 플라즈마를 에너지원으로 증착

②식각 공정: Gas Phase Etch, Dry Cleaning

·GPE(Gas Phase Etch): 식각 공정 후 파티클을 제거하는 세정 장비

·DRAM과 NAND 생산 공정에 납품, 최근 비메모리 반도체로 확장하기 위해 연구 진행

·Dry Cleaning: 산화 공정에서 생성된 웨이퍼 위 불규칙한 산화막을 제거하는 장비

·최근 삼성전자비메모리 반도체 퀄 테스트에 최종 통과해 하반기부터 장비 공급전망

③디스플레이: TFES(박막 봉지 장비), MO-CVD(LED 전용 웨이퍼 제작)

⑵ 주성 엔지니어링

①반도체: SPD System(CVD, ALD), TSD System(CVD, ALD)

·반도체 증착 장비 제작 업체, 메모리 및 비메모리반도체 모두 적용 가능

·High-K 캐퍼시터 공정 증가(독보적인 기술력 보유) 및 해외 고객사 확보로 점유율 상승 전망

·SK하이닉스 내 High-K 캐퍼시터공정 100% 담당, High-K 관련 물질 모두 증착 가능

·주요 매출처는 SK하이닉스 M16, M14 및 중화권 업체로 해외 매출 비중이 60%

·중국으로 미국 업체의 증착 장비 수출이 불가해 동사의 장비를 대안으로수입

·SPD: Space Divided Plasma로 PE, LP, ALD 다양한 공정에 대응 가능

2023/03/23 ( )주 리더스앤글로벌 11



②디스플레이: PE-CVD, TSD(Touch Screen Display)-CVD

·대형 OLED CVD 장비 공급 이력은 AMAT, 주성엔지니어링만 보유

·ALD 공급은 주성엔지니어링만 보유

③ 태양전지 제조 산업 진출, 현재 유럽 고객사와 태양광 추가 수주를 위한 논의

·기존 PERC 대비 효율 높은 HJT 방식용 증착 장비 보유, 글로벌 3개 업체 보유(동사, AMAT, Maxwell)

·동사의 HJT 증착 장비 공급 이력이 가장 앞선 것으로 파악

·태양전지 고객사, HJT 방식에서 차세대 구조인 Tendom(이중구조) 방식으로 전환 계획

·HJT(아래)를 기반으로 Perovskite(위)를 증착하는 방식, 반도체처럼 진공 상태에서 증착이 중요

·동사가 보유한 반도체 ALD/CVD 증착 기술력이 강점, 차세대 장비는 23년 출시가 목표

④해외 경쟁사: APM, 램리서치
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9. CMP

⑴ 케이씨텍

①반도체(매출 비중 75%)

·과거 디스플레이장비 업체로 인식되어저평가 받았지만, 반도체 매출 비중을 높여 재평가 기대

·CMP: 웨이퍼를 평탄하게 연마, 메모리/비메모리 공정 모두 대응

·Wet Cleaning System: 웨이퍼 불순물 제거

②디스플레이(25%)

·Wet Station: 디스플레이 공정 중 액체를 이용하는 장비 통칭

·APP: Wet 공정의 효율성 증가 및 접착성 향상을 돕는 건식 모듈

·CO2 Cleaner: 드라이아이스를 이용해 기판 표면 세정

·Coater: 기판 위 포토레지스트 도포 장비

③소재

·Ceria Slurry: CMP 공정에 사용되는 연마제

·Silica Slurry: CMP 공정 중 Metal Contact, Plug & Poly에 사용

·Zirconia: 디스플레이의 휘도, 굴절율 등 광 특성 향상을 위해 필름 및 렌즈에 응용

·Hollow Silica: 저굴절, 저유전 특성을 바탕으로 여러 FPCB, 단열 필름 등에 응용

10. 세정

⑴ 디바이스이엔지

①반도체

·FOUP(Front Opening Unified Pod: 반도체 이송 케이스) 오염 제거 장비
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·FOUP를 이동시키는 기계 설비는 OHT(Overhead Hoist Transport)

②디스플레이: OLED FMM(Fine Metal Mask) 오염 제거 장비 및 광학 검사 장비

⑵ 제우스

①반도체 Wet Station(65%)

·웨이퍼 Wet 세정

·일본 자회사 J.E.T와 협력하여 국내 Wet 세정기 사업 진출(20년 9월)

②LCD 및 태양전지 장비(10%): LCD In-Line Transfer(LCD 반송 시스템)

Ⓒ플러그 밸브 장비(5%): Three Jet 밸브, 여러 산업에 적용

④FA 및 진공

·산업용 로봇, 자동화 전원공급장치및 각종 부품(센서, 터치 스크린)

·Cryo Pump: 진공 펌프로 세계 M/S 1위, 6~24개월 주기로 유지/보수 필요

11. Dry Etcher

⑴ 식각 공정

①반도체 공정의40% 차지하는중요한 공정

②노광/증착공정은 오류 발견 후 수정이 가능하지만, 식각 공정은 깎는 작업이기에수정 불가능

Ⓒ장비의 기술력이 중요하며, 반도체 생산 업체가 장비를 쉽게 교체하기 어려운 공정

④LAM 1위(50% 점유한 과점 기업), TEL, AMAT 순서로 점유

⑵ 구동 방식에 따른 분류

①플라즈마를 발생시키는방식에 따라 RF/DC로 구분되며, 주로 RF 플라즈마를 사용

·RF 플라즈마는 Plasma Source의 구동 방식에 따라 CCP/ICP 방식으로 구분

②CCP(Capacitively Coupled Plasma)

·챔버 내 하부 전극과 상단부에위치한 전극 사이 전력을 인가해 형성되는 축전 전기장에 의해 플라즈마발생

·두 전극 사이 플라즈마가형성되어균일도가 좋은 편

·플라즈마의 이동 방향이 웨이퍼를 향해 화학적 식각과 이온의 운동을 이용한 물리적 식각을 동시에 가능한 특징

·다만 이온의 밀도와 이온의 에너지를 독립적으로 조절할수 없는 단점 존재

·식각의 비등방성을높이면 식각 속도가 느려지고, 속도를 높이면 비등방성이하락하는 문제 발생

·과거 Si, Oxide, Metal 등 대부분의 박막을 식각했으나, 미세화 공정에 의한 한계가 발생해 SiO2 중심으로 식각

③ICP(Inductively Coupled Plasma)

·챔버 외벽이나 상단 코일에 인가된 전력에 의해 발생한 유도 전기장으로플라즈마 형성

·전자가 외벽에 부딪히지 않고 회전 운동하며 가속해 고밀도 플라즈마를형성

·더불어 플라즈마 생성과 별도로 이온 에너지를 부여하기 때문에 이온의 밀도와 에너지를 독립적으로조절 가능

·CCP 방식과 다르게 고압에서 고에너지 플라즈마를 구현할 수 있어 식각 속도와 비등방성을함께 확보

·다만 코일 방향을 따라 플라즈마가생성되어 균일도가 떨어지는단점 존재
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⑶ 식각할 물질에 따른 분류(식각 장비의 종류)

①Poly Si: NAND 내 Floating Gate는 Poly Si 사용해 제작, 따라서 NAND 식각 공정에 주로 사용

·Poly Si는 다결정 실리콘으로내부 전자의 이동 속도가 빨라 Gate에 주로 사용되고, 이외 부분은 단결정 Crystal Si 

사용(Poly Si 식각 장비의 대표 업체는 에이피티씨)

·FO-WLP 같은 첨단 패키징에서 두께를 얇게 하기 위해 웨이퍼의 뒷면이나 일부를 식각할 때 사용(TSV 공정)

②Si Dioxide: 흔히 알려진 식각 공정으로 PR 밑에 있는 산화막을 제거하는 공정에 사용

③Metal : 반도체 회로를 만드는 과정에서 전기적 신호를 위한 금속(칩 내부를 연결하는배선 공정이 있는데,

이때 사용하는금속 부분을 식각해 원하는 배선을만들 때 사용)

·Al+Cu 합금은 플라즈마, Cu 배선 공정은 CMP를 통한 물리적 식각

④Etch Back: 포토 공정 없이 식각의 선택비 차이를 통해 원하는 패턴을 형성하는 장비

·Etch Back 장비는 미세 회로를 구현하기 어렵지만 난이도가 낮은 공정에서 사용 가능

·외국 업체의 독점 장비이나 피에스케이가삼성전자 요구에 국산화 개발 중

⑷ 에이피티씨(국내 상장 기업 중 유일한식각 장비 업체)

①금속막, 실리콘 식각 장비를 제조

·램 리서치, AMAT, TEL 글로벌 반도체 3사가 독점하는 식각 장비의 국산화 성공, 플라즈마 자체 특허 보유

·Poly Si Etcher 매출 비중 70%, Metal Etcher 20% 차지

·최근 Oxide 식각 장비 확대를 위해 연구

·SK하이닉스와 공동 개발한 제품으로 주로 SK하이닉스로 납품하나, 아직 SK하이닉스 식각 장비의 4%에 불과

②주력 장비 300㎜ Dry Etcher

·SK하이닉스에 대량 납품, 삼성전자는 삼성전자의자회사 세메스에서 납품

·300㎜ 웨이퍼폴리 실리콘 식각 장비(레오), 300㎜ 금속막 식각 장비(나르도)

·Leo NK: Poly Etch로 속도가 빠르지 않아도 되는 공정에서 주로 사용, DRAM/NAND 모두 적용 가능

·Leo WH: 신형 고속 Poly Etch로 기존 대비 식각 속도 향상, 정확성 바탕의 빠른 속도로 신규 NAND FAB 납품
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·LAMRearch 대비 60~80% 저렴한 가격으로 납품(50~60억 원), Upgraded WH로 DRAM 납품 시작

·Leo WS: 신형 고속 Poly Etch로 Leo WH 비교해 성능이 향상된 장비로 DRAM 목표, 내년 상용화 계획

·Nardo-M: Metal Etch(알루미늄, 텅스텐, 티타늄 등)로 Poly Etch 방식과 동일한 ICP 방식, 20년 생산라인 확대

·ICP(Inductively Coulped Plasma, 유도 결합 플라즈마): 낮은 압력에서도 고밀도 플라즈마 생성

·올해 3D NAND Metal 부분 진출

③산화막 식각 장비(Oxide Etcher, TIGRIS)

·NAND의 하드 마스크 및 배선을 연결하기위해 깊은 배선을 뚫을 때 사용

·현재 일본 TEL이 높은 점유율 유지, 동사는 국산화 추진 중이며 23년 퀄 테스트를목표로 연구 진행

·Poly Si 식각 장비와 비슷한 규모의 시장 형성
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④실적 성장

·2019~2021년 높은 매출 성장률을 보이지만, 22년부터 성장폭 둔화 예상

·CAPA Full 가동 상태이나, 아직 증설 계획이 없는 상황

·2019년 미국 법인 설립 후 해외 영업 개시

12. Annealing

⑴ 이오테크닉스

①레이저 마커(국내 점유율 95%, 세계 점유율 60%)

·Multi-Die 구조(칩렛, EMID) 등 구조적인 공정 변화로 매출 확대 → 과거 대비 레이저 마커 사용 횟수 증가

·이전 SoC 구조에서는한번 마킹하고 끝났다면, 이제는 칩렛 구조를 따라 부분부분모두 식별 마킹이 필요한 상황
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·반도체 CAPA 확대에 따른 동반 성장

·정밀 레이저 마커 필요, 가장 까다로운기술로 부가가치가높은 편(잉크 → 날카로운침 → 레이저)

·멀티 빔 기술(2007년): 압도적인 1위 기술로 레이저 마킹 2대에서 4대로 분할하는 기술을 개발해 생산성 확대

·광원 핵심 기술까지 모두 국산화 성공, 영국·독일·중국 주요 업체 모두 인수

②레이저어닐링

·어닐링(=열 처리): 반도체 공정 중 이온주입 공정에서 이온을 웨이퍼에 주입하면, 배열과 웨이퍼의표면이 깨지면

서불순물이발생 → 불순물이자기 자리를 찾도록 열 처리 과정이 필요

·손상된 웨이퍼 표면을 복구하려면고온에서이뤄진 화학적 열처리 공정 필요(1,000℃까지 상승해 다른 공정에

영향을 줄 수 있어서 원하는 영역만정밀 처리 필요)

·미세 레이저 어닐링 대두: 반도체 정밀화 및 고단화로반도체 하부까지고온의 영향이 안 미치도록짧은 시간

동안 원하는 분위만열 처리 공정 필요

·기존 Batch 방식(다수 웨이퍼) → RTA(Rapid Thermal Annealing, 단일 웨이퍼) 방식으로 전환

·RTA: 텅스텐 할로겐 램프로 짧은 시간에 온도 변화, 웨이퍼 전체에 온도 균일하게 유지

·레이저로 열원 변경: 열로 인한 스트레스를줄이고, 짧은 시간 동안 필요한 부분만열 처리

·AMAT에서 중단한 장비를 삼성전자와 5년간 공동 개발, 2025년까지 독점 계약 상태

·EUV 노광 장비 1대에 레이저 어닐링 5대 이상 필요 추정, 하지만 아직 1:1 비율로 향후 확대 기대
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③반도체 커팅 장비

·레이저 그루빙, 스텔스 다이싱, 레이저 풀 다이싱

·레이저 그루빙 + 다이아 휠: 레이저로 먼저 홈을 판 뒤, Blade Saw로 다이싱(메모리/비메모리 모두적용 가능)

·레이저 그루빙이 동사 매출에 기여, Blade Saw는 여전히 일본 디스코에게 수혜

·스텔스 다이싱: 웨이퍼 내부를 레이저 에너지로먼저 절삭한 다음 외압을 가해 칩을 분리하는방식

·일본 디스크 특허 장비로 2021년 9월 특허 만료로 동사의 수주 기대, 메모리 반도체에서만 사용 가능

·레이저로 표면에 직접 홈을 파는 레이저 그루빙 방식에 비해 불순물이발생하지않고, 많은 칩 대응 가능

·빠른 속도, 높은 품질, 낮은 손실(높은 생산량), 초소형반도체 칩 대응 가능, 낮은 단가가장점

·레이저 풀 다이싱: 다이아몬드컷팅 시장을 잠식할 수 있는 혁신적인 장비로 마이크론, TSMC 등 퀄 테스트 진행
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④PCB(레이저 극소수경드릴링)

·반도체 미세화로 인해 Via Hole 사이즈가 축소되어 기존 CO2 레이저로 대응이 어려운 상황

·더불어 기계적 방식인 CO2 레이저는 Via Hole 직경이 줄어들며 비용이 급속도로 상승

·얇은 웨이퍼 시장의 확대(2.5D, 3D 패키징 확대로 칩의 높이를 낮추기 위한 목적)로 활용도 증가

·UV-YAG 레이저 사용

·고객사: FC-BGA 업체

③레이저 소스 및 광학

·레이저 소스는 소모품 역할로 교체 수요가 지속 나와 매출과 수익성 개선

·레이저 마커, 드릴러: 자체 소스 내재화 성공

·레이저 어닐링: 엑시머 DPSSL 광원 구매(내재화 ×)

·반도체 커팅 장비, 디스플레이: 일부 내재화
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⑥디스플레이

·국내 비중이 가장 크며 중국 수출 물량이 조금씩 확대, 수익성이낮은 사업

·LLO(Laser Lift Off): Carrier Glass와 Flexible Pannel을 분리하는 레이저 장비(필수 장비)

·Shaper Cut: 완성 직전 디스플레이의 불필요한 외곽을 정밀 절단

·Chamfer Cut: Flexible 디스플레이 Pannel 모서리를 절단 가공

·UV Laser Annealing: A-si를 LTPS로 전환하는 공정에 사용

13. 진공펌프

⑴ 엘오티베큠

①건식 진공 펌프(80%): 반도체, OLED, 태양광, 일반 산업 등 다양한 산업으로 납품

·고객사 내 M/S 확대: 기존 메모리 이외 비메모리 반도체 증착, 식각 공정에서 점유율 확대 기대

·반도체 이외 산업 매출 확대: 최근 중국 태양광 업체로 활발히 수주 진행, 이차전지매출은 아직 미미한 수준

·주영 인수(세메스 협력사): 웨이퍼 Bake Oven System 및 전장 제어반 설계 제작 사업

②수선 보수(20%)
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14. 칠러/스크러버

⑴ 반도체 ESG

①삼성전자

·2020년 CO2 배출량 1,290만 톤으로 추정, 반도체 기업 중 TSMC에 이어 2위

·반도체 필수 공정인 열 처리, 이온 주입, 플라즈마식각 등에서매우 높은 온도를 요구

·인텔은 20년 기준 288만 톤 배출 추정, 태양광 등 신재생 에너지 사용으로삼성전자·TSMC 대비 적은 양 기록

②TSMC

·2020년 CO2 배출량 1,500만 톤으로 17년(600만 톤), 19년(800만 톤)에서 급증

·자동차 업체 GM보다 높은 가스 배출량 기록

·2021년부터 3년간 100조 원 Capex 투자 예고를 고려하면 탄소 배출량의 급증 전망

·TSMC의 전력 사용량은 대만 전체의 4 .8%, 22년 7.2%로 상승 예상

③폐기물 및 온실가스

·반도체 FAB을 증설하면, 제조 특성상 폐기물 및 온실가스 배출이 증가

·오염 물질의적절한 처리 및 사용량 절감 필수 → 폐기물배출 최소화 및 자원의 재활용, 신재생 에너지증가 필요

·공정 챔버 내 진행 온도 상승으로 기존 액화 물질의기화에 의한 유해 가스 발생량증가 → 스크러버사용 증가

·ESG 확대에 따른 친환경 방식(플라즈마)의 장비 수요 지속 확대 전망
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⑵ 유니셈

①반도체/디스플레이(매출 비중 70%)

·스크러버: 제조 공정에서발생하는 유해가스정화 장치(국내 점유율 45%) , 신규 고객사 추가 확대 전망

·칠러: 공정 장비의 작업 온도를 조절하는장비(국내 점유율 30%, 주요 고객사시장 점유율 1~2위)

·3M의 쿨런트 생산 중단으로 장비 반입이 지연, 다만 국내 생산 업체 모두 대체품을 검토 중으로 하반기 납품 전망

·원자재 부족으로인한 생산 차질 가능성은낮으나, 가격 상승에 의한 수익성 훼손 전망

②유지 보수(30%)
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⑶ GST

①반도체/디스플레이(매출 80%)

·스크러버: 제조 공정에서 발생하는 유해가스 정화 장치, Plasma 및 Heat Wet 제품에 대한 관심 확대

·칠러: 공정의 작업 온도를 조절하는 장비로 냉동기식대비 전기식(냉매 미사용) 제품 수요 증가(동사 대응 가능)

·스크러버 매출 비중이 높으나, 칠러 역시 스크러버와 연동해 함께납품

·공정의 난이도 상승에 따라 가스 종류와 양이 증가하며수요 확대

·대만 고객사로납품 확대, 해외 경쟁사 대비 점유율 확대

②이에스티(종속회사)
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·반도체 설비 부품 및 콜드체인시스템을생산

⑷ 에프에스티

①반도체장비(60%)

·칠러: 식각 공정에서챔버 내 온도 조절 장비

·레이저 드릴: CO2 레이저 드릴 장비

②반도체 부품(20%): 반도체 펠리클(포토 마스크 이물질 보호 부품)

③디스플레이 부품(20%): LCD 펠리클(컬러필터 기판 제조시 이물질 보호 부품)

15. 웨이퍼 이송 장비(EFEM/LPM)

⑴ 싸이맥스

①반도체

·Cluster Tool System: 반도체 공정 장비(PM)와 연결되는 장치, 진공 챔버와 PM 사이 웨이퍼 이송

·EFEM(Equipment Front End Moduel): 대기 상태에서 웨이퍼를 반송하는 이송 장치

·LPM(Load Port Moduel): FOUP 문을 열거나 닫으면서 웨이퍼를 반송하는 장치

②환경 설비

·Bad Filter: 미세입자를 제거하는 여과식 집진 설비

·Marble Scrubber: 유해 가스를 물을 이용해 제거하는 장치

·Packed Tower: 유해 가스를 액상에 용해해 제거

·Advanced Carbon Tower: 탄소 흡착제로 유해 가스를 제거

·FRP Scrubber: 액막, 액적으로 오염 가스를 제거

16. 가스배관설비

⑴ 원익홀딩스

①Gas Supply System

·반도체, 디스플레이공정 내 특수가스공급 및 조절 설비

·공정상 요구되는 압력을 안전하게 공급

②Gas Purifier

·특수가스에 포함된 불순물을 제거하여 가스의 순도를 높이는 설비

·국산화 개발 완료로 향후 매출 기대 품목

③배관공사: 반도체·디스플레이 특수가스 및 화학용품 전용 배관 설비

17. 플라즈마세정

⑴ 뉴파워프라즈마

①박막/식각 공정에 사용중인 Remote Plasma Generator와 플라즈마 전원 공급 모듈 제조 업체

·RPG(Remote Plasma Generator): 박막 공정 후 남은 부산물에 대해 플라즈마 세척

18. CCSS(Central Chemical Supply System)

⑴ 에스티아🕔🕔

①C.C.S.S(90%)

·반도체, 디스플레이공정에 고순도 약액 등 다양한 화학 물질을 Full Auto로 공급하는 기반 시설 장비

·중화권 생산 업체 및 실트로닉(독일, 웨이퍼 제조사) 수주 성공, 해외 비메모리 업체로 추가 수주 기대
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②Wet System(10%): FPD 공정 중 액체가 사용되는 공정에 사용

Ⓒ본업 이외 신규 장비 매출 기대감

·무연납 진공 리플로우 장비: 반도체 Bumping 공정 장비(패키징 공정)로 고도의 기술력이 집약된 것, 미국

업체가동시에 개발에 성공하며국내 및 중화권 업체로 매출처 확보
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⑵ 오션브릿지

①장비(후발 주자)

·C.C.S.S: 산화, 포토, 식각, 증착 등 다양한 공정에서화학 물질을 공급하는장치

·S.S.S(Slurry Supply System): 세정, 열 처리, 임플란트, 박막 형성, 포토 공정에 연마제를 공급하는 장비

②원자재(화학 물질)

·HCDS: 실리콘 질화막, 산화막 형성 전구체(절연막)

·TiCl4: 선간 누설 전류를 막는 Barrier Metal 공정에 사용(캐퍼시터)

·BDEAS: Double Patterning 공정의 희생막 재료로 사용, DRAM 30mm 이하 패턴에 사용

·Si2H6: Diffusion 및 CVD 공정에 사용

③장비는 에스티아이, 한양이엔지에 비해 후발 주자, 반면에 화학 물질은 미세먼지 조절부터 충전까지 구성 완
료

⑶ 한양이엔지

①반도체/디스플레이

·특수 설비 및 유지/보수

·UHP(Ultra High Purity, 초고순도) 기계 설비 시공, 클린룸, 유틸리티 시스템 시공 능력

·모듈화 공법으로 외부에서유닛으로 제작 후 현장에서 설치 시공

②플랜트

·가스 산업(ASU/산업용 가스), 우주 항공 산업

·환경에너지: 해수담수화, 폐수처리

③C.C.S.S: 통합관리 시스템으로화학 물질 전반을 구축(입고, 관리, 검사, 저장, 폐기)

④기계 설비 및 가스 설비 시공순위는1위(국내)
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